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Aufgabe 10.1) Silizium-Diode (3 Punkte)

Eine Silizinm-Diode soll mit Hilfe des Legierungsverfahrens hergestellt werden. Dazu wird der
Silizium-Kristall im p-Gebiet mit Boratomen der Konzentration 7- 10 1/cm? und im n-Gebiet
mit Arsenatomen der Konzentration 1,75 - 104 1/em? dotiert. Berechnen Sie die Barrierespan-
nung des p-n-Ubergangs.

Zahlenwerte: Energieliicke von Silizinm bei Ranmtemperatur (300K): Eq = 1,12 eV, effektive
Zustandsdichten: ng(T) = 2,810 /em? (fiir Elektronen-Konzentration im Leitungsband) und
po(T) =1,1-10/em? (fiir Loch-Konzentration im Valenzsband).

Aufgabe 10.2) Chemische Potential (3 Punkte)

Driicken Sie das chemische Potential eines zweidimensionalen Halbleiters im Rahmen der Effektiv
massen-Naherung als Funktion der Zahl der Elektronen pro Flicheneinheit aus. Stellen Sie
das Ergebnis grafisch dar. Bemerkung: Im Gegensatz zu drel Raumdimensionen ist hier keine
Niherung erforderlich.

Aufgabe 10.3) Leitungsband eines Halbleiters (4 Punkte)

Driicken Sie die Gesamtenergie der Elektronen im Leitungsband eines Halbleiters durch das
chemische Potential aus. Verwenden Sie dazu die beiden folgenden unterschiedlichen Ansétze:
(a) Boltzmann-Nédherung;

(b) Naherung eines entarteten Elektronengases.



